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はじめに：メガソーラーにおいて太陽光発電システムの出力が大幅に低下する Potential Induced 

Degradation (PID)現象が報告されている。PID は、モジュール表面のカバーガラスからセルへ拡散

する Na+が主要因とされてきたが[1,2]、Na+の拡散のしやすさやセル中の Na 量と PID の劣化度の

相関は明確にされていない。本研究では一般的に PID は起こらないとされている体積抵抗率の高

い封止材を用いた場合でも Na+がセルに拡散されるのか検証した。 

実験：PID 試験に使用した結晶シリコン(c-Si)太陽電池モジュールは、白板強化ガラス/封止材/市

販の多結晶Siセル/封止材/バックシートを真空ラミネートすることにより作製した。封止材には、

一般的によく使われる EVA と体積抵抗率の高いアイオノマー(IO)を使用した。封止材に EVA を使

用したモジュールの PID 試験は、モジュールのカバーガラス表面上にアルミ板を密着させ、その

アルミ板とシリコンセルを接続し、85℃の温度条件下（湿度は制御なし）、アルミ板からシリコン

セルに対して-2000 V の電圧を印加することにより行った。また、IO を使用したモジュールは、

-1000V の電圧を印加した。試験後、I-V 特性ならびに EL 特性を評価した。 

結果と考察： Fig. 1 に封止材に EVA を用いたモジュール(未試験および PID 試験 1.5 時間後)と IO

を用いたモジュール(PID 試験 72 時間後)の I-V 特性を示す。結晶 Si 太陽電池モジュールにおいて

封止材に IO を用いることで PID を抑制できるとの報告があり[3]、本研究にて作製したモジュー

ルにおいてもPID試験を72時間行っても劣化していないことから同様の抑制効果があったといえ

る。Fig. 2 は、PID 試験後のセル中に含まれる Na 量を示す。IO の場合でも未試験の場合と比べて

セル中に有意な Na が検出されていることが分かる。このことから、Na+ の拡散が生じても、必

ずしも PID が生じるとは言えないことが示唆される。   
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Fig. 1. I-V curves for modules with 
different encapsulant before and after 
the PID test. 

Fig. 2. Dynamic-SIMS depth profiles for 
Na in the cells. 
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